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Mínima disipación de 
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BJT polarizado Punto de Trabajo ICQ VCEQ

Superposición 
condicionada alrededor 
del punto de trabajo

BJT funciona 
linealmente
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Criterios de Diseño

Selección del punto de trabajo 

y elementos del circuito



VCEQ≈VCC/2

Clase A

Evita embalamiento térmico,
estabiliza punto de trabajo
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Criterios a tener en 
cuenta para la 
polarización
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BJT Polarizado
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Colector común
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Adaptador de impedancia

amplifica corriente

cc

BR≈zi ≈ BR ERβ//

vA ≈ m ERg

R+ Emg1
≈ 1

≈oz -1
mg

1<
+

≈
Sm

Sm
v Rg1

RgA

1
mo gz −≈

21Gi RRRz //==

dc
cc-dccolector común drenaje común



bc gc≈vA RCmg πr
BR+πr

≈iz BR+πr
β1+

11// −− ≈= mSm gRgzi

Dmv RgA ≈
fuente de corriente 

o carga activa

b
Q

C

RR1

R2

E

VCC
Is

R1 puede ser 
reemplazada 
por un zener

E
BEBB

s R
VVI −

≈









++
+≈

π

π

EB

Em
RRr

Rrg
oroz 1

RSR1

VDD

R2
Io

( )Sm Rg1oroz +≈

bc-gc

base común puerta común


